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Test iz Projektovanja (Digitalnih) Integrisanih Kola

1. Odrediti broj ispravnih peleta ¢ije su dimenzije 2x2 mm? i prinos (yield) peleta po podlozi, ako se
Koristi podlaga pre¢nika 125mm. Parametri procesa su Nper= 0.2 defekta/cm? i a=3.5. Poznato je Cp, =

Cp/(NpPp), N, = nd/+/2Sp, Pp = (1 + NpgrSp/a)~%, gde je Sp povrsina peleta i d preénik podloge.
Mp = 2905. 0.5
Pp=99.2%. 0.5

2. Sta je FD-SOI tehnologija i po ¢emu se razlikuje od klasitnog CMOS procesa?

Fully Depleted Silicon On Isulator je tehnologija u kojoj se komponente realizuju na ukopanom oksidu
(0.5) za razliku od klasicnog CMOS procesa gde se komponente realizuju direktno u podlozi (0.5).

3. Ako je Vpsat napon izmedu drejna i soursa pri kome dolazi do zasi¢enja brzine kretanja nosilaca
naelektrisanja MOS-FETa u submikronskim CMOS procesima, koja od navedenih ralacija je validna,

O Vpsar > Ves — Vry
Vpsar <Vgs = Vg . 1

4. Skicirati promenu kapacitivnosti Cecs, Cacs, Cocp kao i ukupne kapacitivnosti gejt-kanal (Csc) kada
se naopn gejt-sors menja u okolin napona praga pri nultom naponu drejn-sors.
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5. Sta je "skin" efekat?

Efekat koji se javlja na visokim frekvecnijama i usled koga struja te¢e uglavnom po povrsini provodnika
(otpornost postaje funkcija frekvencije). 1

6. Proceniti poduzne RLC parametre veze Sirine Sum izradene u metalu All koja se nalzi u FOXu.
Poznato je ersio2=3.9, £0=8.85-10"2F/m, ursioz=1, po=4m-10""H/M, Carea (al1-Foxy=30aF/pum?, Cring,(Al1-
Fox)=40aF/um i Ro,an=0.075Q/o.

C'wire=230 pF/um. 0.3 Cjire = WCarea,an-rox) + 2Cring (ai-rox)
L'wire = 188.6 fH/um. 0.3 Lj,,;., = (:uO,ur,SiOZeogr,SiOZ)/Cv,vire
R'wire= 15 mQ/um. 0.3 R}, = Rgain /W, racun 0.1



7. Primenom Elmorove formule proceniti kasnjenje signala Ry

za kolo sa Sl.1 od ¢vora A do, C
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8. Ako za dva CMOS invertora vazi (Wp/Wn)inv1 > (Wp/Wn)inv2, koji od invertora ima veéi napon praga
VTC, Vm?
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9. Odrediti relativne dimenzije gejtova a i b sa Sl. 2 tako da -

kasnjenje duz kriti¢ne putanje od ¢vora A do ¢vora B bude 4 a k B
minimalno. Kapacitivnost opterecenja CL je 100 puta veca D ° N - ’
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od ulazne kapacitivnosti jedini¢nog invertora. Relativni LCL
odnos dimenzija PMOS i1 NMOS tranzistora jedinicnog = o= &=
invertora je 2/1. f= fm S
a = 6.06. Sl. 2
b =27.51.
g, =10.05, g, :% 0.05, g, :2 0.05,6 =TT2, g; = %" 0.05, F = % =1000.1,H = GF = @ 0.1
a b C 1
fo=70.05f=—005f; = FL 0.05,h, = h, = hy = h = (H)3 ~ 6.06 0.05
h = gif =g1a=h=>a=g£=6.060.15
1
b h L
hy=9:,=0:(2)=h=b=a (Z) = 27.510.15, racun 0.1
10. Nacrtati elektri¢nu Semu na tranzistorskom nivou kojom se implementira logi¢ka funkcija,

Y=A+B-C
i dimenzionisati tranzistore po kriterijumu toLh = tpHL. Relativni odnos dimenzija PMOS i NMOS
tranzistora jedini¢nog invertora je 3/1. Pod pretpostavkom da su svi ulazi statisti¢ki nezavisni, odrediti
tranzijentnu aktivnost ao—1.

M=30.1
Ny, =50.1
6 6 No(2M — Np)
005 10.05 A B c (A |B&C) Fo-1 = "o
0 0 0 1 = 0.234 (23.4%) 0.1
6 0 0 1 1
0.05 0 1 0 1
0 1 1 0
1 2 1 0 0 0
0.05 0.05 1 0 1 0
0.1 2 ! - : 0
Sema 0.05 1 1 ! 0 0.3

2 Predmetni nastavnik



